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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/03882 

I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1 - 1 4 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 "32 eingegangen am 30.06.2004 mit Schreiben vom 29.06.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1/5-5>5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da(3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03yD3882 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufQgen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-32 

Nein: Anspruche 
Erflnderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-32 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-32 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu PunktV 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 



Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : WOO-BEOM CHOI ET AL: "Anodic bonding technique under low 
temperature and low voltage using evaporated glass", Journal of Vacuum 
Science & Technology B (Microelectronics and Nanometer Structures), Bd. 
15, Nr. 2, Seiten 477-481 , March-April 1997 

D2: CH 387 175 A (WESTERN ELECTRIC CO) 31. Januar 1965 (1965-01-31) 

D3: US-A-4 374 391 (CAMLIBEL IRFAN ET AL) 1 5. Februar 1 983 (1 983-02-1 5) 



Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammem 
beziehen sich auf dieses Dokument): ein Verfahren zur Gehausebildung bei 
elektronischen Bauteilen (Zusammenfassung; Seite 481 , letzte Satz), wobei eine 
Glasschicht mittels einer Aufdampfglasquelle auf eine Seite eines Substrats 
aufgedampft wird (Seite 477, Kapitel II). Der Gegenstand des Anspruchs 1 
unterscheidet sich daher vom bekannten Verfahren dadurch, dass anschlieBend die 
gegenuberliegende Seite des Substrats bearbeitet wird, wobei Leitungskontakten 
erzeugt werden. Ahnlicherweise unterscheidet sich das Verfahren gemaB dem 
Anspruch 1 von den Verfahren, die in den Druckschriften D2 (siehe Patentanspruche 
l;ll,1.1; Seite 7, Zeile 67 bis Seite 8, Zeile 46) bzw. D3 (siehe Spalte 4, Zeilen 44-51). 
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, dass Anschlussstrukturen zu elektronischen Bauteilen hergestellt werden, 
wahrend die Bauteile schon durch eine Auf dampf glasschicht geschutzt sind. Die in 
Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung 
beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT), weil dieses Verfahren nicht 
aus dem Stand der Technik hervorgeht. 

Die Anspriiche 2-22 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Obwohl die Dokumente D1, D2 und D3 jeweils elektronische Bauteile beschreiben, die 
ganz bzw. teilweise mit einer Aufdampfglasschicht Gberzogen sind, ist der Gegenstand 
des Anspruchs 23 weder aus diesen Entgegenhaltungen bekannt, noch durch sie 
nahgelegt. GemaB dem Anspruch 23 weist der Bauteil wegen seiner 
Herstellungsweise Anschlussstrukturen an der der Glasschicht gegenuberliegenden 
Substratseite auf. Auch der Anspruch 23 erfullt deshalb die Erfordemisse des PCT in 
bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Die Anspruche 24-32 sind vom Anspruch 23 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Da die Erfindung in der elektronischen Industrie gebraucht wird, ist eine gewerbliche 
Anwendbarkeit auch vorhanden. 
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Geanderte PatentansprQche 

1. Verfahren zur Gehausebildung bei elektronischen 
Bauteilen, insbesondere Sensoren, integrierten 
Schaltungen und optoelektronischen Bauelementen; 
mit folgenden Schritten: 

- Bereitstellen eines Substrats (1) , welches einen 
Oder mehrere Bereiche mit Halbleiterstrukturen (2) 
sowie mit Anschlussstrukturen (3) oder zur Bildung von 
Halbleiterstrukturen (2) und Anschlussstrukturen (3) 
aufweist, wobei wenigstens eine erste Substratseite 
(la) zu verkapseln ist, 

-Bereitstellen einer Auf dampfglasquelle (20) , 
-Anordnen der erst en Substratseite (la) relativ sur 
Auf dampfglasquelle derart, dass die erste 
Substratseite (la) bedampft werden kann; 
-Bedampfen der ersten Substratsseite mit einer 
Glasschicht (4) , 

- AusdCmnen des Substrats (1) an der Unterseite (lb) , 

- Erzeugen von Atzgruben (6) , 

- Erzeugen von Leitungskontakten (7) auf der 
Unterseite (lb) . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafi 
der eine oder die mehreran Bereiche mit 
Halbleiterstrukturen (2) auf der ersten Seite (la) des 
Substrats angeordnet sind, 

3. Verfahren gemaS Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daS das Substrat auf einer der ersten Seite (la) 
gegentiberliegenden zweiten Seite (lb) mit einer 
Passivierungsschicht (10, 11) vereehen wird. 

4. Verfahren gemaJS einem der vorstehenden Ansprilche, 
wobei das Substrat einen Wafer umfaSt, dadurch 
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gekennzeichnet, daS das Verfahren das Verpacken von 
Bauelementen im Waf erverbund umfafit, 

Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dafi das Substrat (1) auf zwei 
Seiten (la, lb) rait einer Glasschicht (4,10,11) 
bedampft wird. 

Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi eine Aufdampf glasquelle 
(2 0) bereitgestellt wird, die wenigstens ein binares 
Glassystem erzeugt. 

Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anpruche, 
dadurch gekennseichnet , dafi di<a Auf dampf glasquelle 
(20) solange betrieben wird, bis die Glasschicht (4) 
insbesondere auf der ersten Substratseite eine Dicke 
im Bereich von 0,01 bis 1000 pm aufweist. 

Verfahren gemafi einem der vorstehenden Ansprfiche, 
dadurch gekennzeichnet , dafi beim Bereitstellen einer 
Auf dampf glasquelle (20) , ein Reservoir mit organischen 
Bestandteilen bereitgestellt wird, die durch Anlegen 
eines Vakuums oder durch Brwarmung in den gasfdrmigen 
Zustand ubergehen, eo dass wahrend der Bedarcpfung 
Mischschichten aus anorganischen und organischen 
Bestandteilen auf der Substratseite gebildet werden 
konnen. 

Verfahren gemafi einem der vorstehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet , dass die Glasschichtdicke im 
Bereich zwischen 0,1 bis 50 /im liegt. 

Verfahren gemSfi einem der vorstehenden Ansprdche, 
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dadurch gekennzeichnet , dass die Glasschichtdicke im 
Bereich zwischen 50 bie 200 fim liegt. 

Verfahren gemaS einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Aufdampfglas der 
Quelle (20) mittels Elektronenstrahl (24) aus einem 
Glastarget (23) erzeugt wird. 

Verfahren gemaS einem der vorstehenden Anspr&che, 
dadurch gekennzeichnet, dass als Aufdampfglas ein 
Boxosilikatglas mit Anteilen von Aluminiumoxi d und 
Alkalioxiden verwendet wird. 

Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , dass das Aufdampfglas einen 
W&rmeausdehnungskoef f izienten nahesu gleich dem des 
Substrates auf we i s t • 

Verfahren gemaS einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Glasschicht (4) in 
einer Dicke erzeugt wird, wis sie zum hermetischen • 
Abschluss erforderlich ist, und dass eine 
Kunststof f schicht (5) liber der Glasschicht (4) 
aufgetragen wird, urn die weitere Verarbeitung des 
Substrates (1) zu erleichtern. 

Verfahren gem&S einem der vorstehenden Anspruche , 
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Schichten Glas 
auf das Substrat (1) aufgedantpft werden, wobei die 
Glasschichten aus unterschiedlichen 
Glaszusammensetzungen bestehen konnen. 

Verfahren gem&6 einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Verarbeitung 
des Substrates (1) den Abtrag von Material an einer 
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zweiten Substratseite (lb) umfasat, di© der erst en 
Substratseite (la) gegenuberliegt . 

17. Verfahren gemSfi einem der vorstehenden AnBprilche , 

5 dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat (1) einen 

Wafer tnit mehreren Halbleiterstrukturen (2) und 
Anschlufistrukturen (3) aufweist, wobei 

die zweite, der ersten Substratseite (la) 
gegeniiberliegende Substratseite (lb) gedunnt wird r 
10 an der zweiten Substratseite (lb) im Bereich der 

herzustellenden Anschlussstrukturen Gruben (6) geatzt 
werden, 

die Bereiche zur Bildung der Halbleiterstrukturen 
(2) unter Verwendung von Kunststof fschichten 
15 lithographiert werden, 

auf der zweiten Substratseite (lb) in den 
Bereichen mit Ansehlufistrukturen (3) Leitungskontakte 
(7) hergestellt werden, 

der Kunststoff von der zweiten Substratseite (lb) 
20 entfernt wird, 

ein Ball Grid Array (8) an den Leitungskontakten 
(7) aufgebracht wird f und 

der Wafer zur Bildung mehrerer elektronischer 
Bauteile aufgetrennt wird, die jeweils erste, 
25 verkapselte Seiten (la) aufweisen. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, 

dadurch gekennzeichnet r dass die zweite Substratseite 
(lb) mit einem Kunststof fiiberzug (10) unter Aussparung 
30 der Ball Grid Bereiche (8) versehen wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass nach Bntfernung des Kunststof fes von der 
35 zweiten Substratseite (lb) die zweite Substratseite 
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insgesamt mit einer Glasschicht (11) bedatnpft wird, 
und 



dass die Leitungskontakte (7) durch ortliche 
5 Beseitigung der Glasschicht (11) freigelegt werden, 

woixach die Schritte des Aufbringens des Ball Grid 
Arrays (8) und des Auftrennens erfolgen, um beidseitig 
verkapselte elektronische Bauteile zu erhalten. 



10 20* Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet , 
daS die zweite Substratseite insgesamt mit einer 
Qlasschicht (11) im Bereich von 1 bis 50 /im Dicke 
bedampft wird, und 



IS 21- Verfahren nach einem der Anspr&che 17 bis 20, 

dadurcti gekennzeichnet , dass die Atzgruben (6); die 
bis su den AnschluSstrukturen (3) ffihren, mit 
leitf ahigem Material (12) gefflllt warden, wonach mit 
Oder ohne Entfernung des Kunststoffes (10) an der 

20 zweiten Substratseite (lb) sowie mit oder ohne 

Glasschicht (11) auf der zweiten Substratseite (lb) 
unter Freilassung der Leitungskontakte (7) das Ball 
Grid Array (8) an den Leitungskontakten (7) bzw. an 
dem Fvlllmaterial aufgebracht wird. 

25 

22. Verfahren gem&S einem der vorstehenden Anspruche , 
dadurch gekennseichnet, dafi das Bedampfen der ersten 
Substratsseite (la) mit einer Glasschicht (4) das 
Plasma- Ionen-unterstQtzte Aufdampfens (PIAD) umfasst. 

30 

23. Elektronisches Bauteil, insbesondere als Sensor oder 
als 

integrierte Schaltung oder als optoelektroniBChes 
Bauelement, herstellbar mit einem Verfahren gemafi 
35 einem der vorstehenden Anspruche. 
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Elektronisches Bauteil nach Anspruch 23 , welches auf 
einer ersten Seite (la) einen Oder mehrere Bereiche 
mit Halbleiterstrukturen (2) , sowie 
Anschlussstrukturen (3) aufweist, 

dadurch gekennzeichnet , dafi das Substrat auf zumindest 
einer Seite mit einer aufgedampften Glasschicht (4) 
beschichtet ist. 

Elektronisches Bauteil gemafi Anspruch 24, dadurch 
gekennzeichnet, daS auf der Glasschicht (4) sine das 
Bauteil verst§rkende Kunststof f sehicht (5) aufgebracht 
ist. 

Elektronisches Bauteil gemafi einem der Anspruche 24 
oder 25, dadurch gekennzeichnet, daJS das Substrat 
ausged&iuat ist. 

Elektronisches Bauteil gemafi einem der AnsprQche 24 
bis 26, dadurch gekennzeichnet, dafi das Substrat auf 
einer zweiten Seite (lb) , die einer ersten Seite (la) , 
mit Halbleiterstrukturen und Anschlufestrukturen 
gegenuberliegt , mit einer Passivierungsschicht (10, 
11) versehen ist. 

Elektronisches Bauteil gemafi einem der Ansprfiche 24 
bis 27, dadurch gekennzeichnet , dafi die Glasschicht 
(4) eine Mischschicht aus anorganischen und 
organischen Bestandteilen umf afit . 

Elektronischee Bauteil gemafi einem der AnsprGche 24 
bis 28, gekennzeichnet durch eine mehrschichtige 
Glasschicht (4) . 
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Elektronisches Bauteil gem&S Anspruch 29 , dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Schichten der Glasschicht 
unterschiedliche Zusammensetzungen aufweisen. 

Elektronisches Bauteil gem&6 einetn der Ansprilche 24 
bis 30 f dadurch gekennzeichnet, dafi das Substrat (1) 
auf einer zweiten Seite (lb) Leitungskontakte 
aufweist, welche mit Anschlufistrukturen auf der 
ersten Seite (la) 
verbunden sind. 

Elektronisches Bauteil gemafi Anspruch 31 , 
gekennzeichnet durch ein Ball Grid Array (8) an den 
Lei tung e kont akt en , 



n 
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